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FAQ

1 How the CoolMOS™ 8 will be price positioned?

It is positioned as best price performance product family and will have significant price reduction compering
CoolMOS™ 7 family

2 Doesthe CoolMOS™ 8 compatible with CoolMOS™ 7 technology?

Yes, it is and a simple device replacement should be enough

3 Willwe do 650V version as well?

Yes, we plan to do a small industrial focused 650V portfolio as well.
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https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/mosfet/silicon-carbide/gen-2/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IMTA65R020M2H-DataSheet-v02_01-EN.pdf?fileId=8ac78c8c8eeb092c018fa5e7e59607fa
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IMTA65R040M2H-DataSheet-v02_01-EN.pdf?fileId=8ac78c8c8eeb092c018fa5e9269c08c3
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IMTA65R050M2H-DataSheet-v02_01-EN.pdf?fileId=8ac78c8c8eeb092c018fa5e8a7a9085a
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IMTA65R060M2H-DataSheet-v02_01-EN.pdf?fileId=8ac78c8c8eeb092c018fa5e8542e0839

[CoolISiC™ MOSFET 650 V Generation 2. Thin-TOLL. 8x8/\w /4 —]

FAQ

1 How does CoolSiC G2 650V perform compared to other vendors and G1?

Generally, G2 performs very well if benchmarked with other vendors, thanks especially to very good FOMs
(figures of merit). G2 also improves G1 performance, especially in switching capabilities

2 What are the unique selling points of CoolSiC G2 650V?

Outstanding FOMs, unparalleled GOX reliability, driving voltage flexibility, .XT interconnect, granular portfolio
and robust roadmap

3 Which topologies can be addressed with CoolSiC G2 650V?

In general, SiC G2 performs very well both in hard and soft switching topologies, like PFC totem pole, LLC,
HERIC, Vienna PFC...Itis also recommended for multilevel topologies to address high power systems, where
high efficiency targets need to be achieved

4 What are the advantages of top side cooling?

Reduction of assembly cost and assembly automation, reduction of BOM cost, more thermal performance,
longer system lifetime
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FAQ

1 How does CoolSiC G2 650V perform compared to other vendors and G1?

Generally, G2 performs very well if benchmarked with other vendors, thanks especially to very good FOMs
(figures of merit). G2 also improves G1 performance, especially in switching capabilities

2 What are the unique selling points of CoolSiC G2 650V?

Outstanding FOMs, unparalleled GOX reliability, driving voltage flexibility, .XT interconnect, granular portfolio
and robust roadmap

3 Which topologies can be addressed with CoolSiC G2 650V?

In general, SiC G2 performs very well both in hard and soft switching topologies, like PFC totem pole, LLC,
HERIC, Vienna PFC...Itis also recommended for multilevel topologies to address high power systems, where
high efficiency targets need to be achieved

4 What are the advantages of top side cooling?

Reduction of assembly cost and assembly automation, reduction of BOM cost, more thermal performance,
longer system lifetime
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FAQ

1 Why Infineon offers new CoolSiC™ technology in 62mm housing?

62mm modules are widely used in different application and system designs

2 What are the main system requirements to use new CoolSiC™ technology?

Low inductive DC link construction to minimize overvoltage and oscillations

3 Are the modules available with TIM?

All modules are available with or without TIM
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FAQ

1 Why Infineon offers new CoolSiC™ technology in 62mm housing?

62mm modules are widely used in different application and system designs

2 What are the main system requirements to use new CoolSiC™ technology?

Low inductive DC link construction to minimize overvoltage and oscillations

3 Are the modules available with TIM?

All modules are available with or without TIM
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FAQ

1 When are these parts available?

Parts can be ordered and shipped according to lead-time

2 Are these parts available with AI203 substrates?

Yes, please get in touch with the respective IFX counterpart to avail modules with Al203 substrates

3 Do you offer module solutions for PV Inverters larger than 12kW?

Yes, we offer a complete portfolio for >350kW in different Easy packages. Please contact your Sales
representative.
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FAQ

1 When are these parts available?

can be immediately availed

2 Are these parts available with TIM?

Yes, please get in touch with the respective IFX counterpart to avail modules with TIM

3 Allocation related: When is the best time to order for the next year?

We suggest every customer to go in contact with their respective salesperson in due time and as early as
possible that Infineon can consider their demand for the next calendar year
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[TO-247-3-HCCNN w4 —ICBE T 7-CoolSiC™ MOSFET 1700 V G1]

FAQ

1 What are unique selling points of Infineon CoolSiC™ MOSFET 1700 V?

A. No gate driver is needed, product can be driven directly with the PWM controller thanks to optimized

gate-source voltage window
A. Lowest switching losses by CoolSiC™ trench technology

A. The new TO and SMD package offer customers different solution with best combination of small foot-
print and wide creepage and clearance distances on PCB

A. Broadest portfolio for auxiliary power supply application: 1000 mQ, 650 mQ, 450 mQ

2 Why is the body diode not specified in the datasheet?

A. Infly-back converters there is no body diode operation, and also not in two-switch forward topologies

that may be implemented for higher aux power levels [ this portfolio is a right-fit product!
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https://www.infineon.com/cms/jp/product/sensor/radar-sensors/radar-sensors-for-automotive/24ghz-radar/bgt24atr22/
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BGT24ATR22-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c8eeb092c018eed7c48cc21c0
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FAQ
1 Canthe BGT24ATR22 be used worldwide as radar sensor?
Yes, the 24GHz ISM frequency band is released worldwide for exterior radar w/ a very few exceptions only

(e.g. Hong Kong).

2 What is the average power consumption of BGT24ATR227?

The average power of BGT24ATR22 is less than 1mW. (1 antenna pair, 4 Hz update rate, detect a person in up
to 3 m distance)

3 You mention “segmentation range zoning”; how is this possible?

Range can be measured w/ Frequency Shift Key (FSK) modulation.
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	600 V CoolMOS™ 8 SJ MOSFETファミリー
	インフィニオンの600 Vの最新CoolMOS™ 8は、世界最先端の高耐圧スーパージャンクションMOSFET技術です。技術と価格性能の両方の世界標準を確立しています。本シリーズは高速ボディダイオードを内蔵しており、幅広いアプリケーションに適しています。P7、S7、CFD7、C7、G7、PFD7などの600V CoolMOS™ 7 MOSFETファミリーの後継製品であり、インフィニオンのワイドバンドギャップ (WBG) 製品群を補完します。
	主な特長
	主な利点
	製品関連情報/オンライン サポート
	製品概要およびデータシートリンク
	対象アプリケーション

	CoolSiC™ MOSFET 650 V Generation 2、Thin-TOLL 8x8パッケージ
	Thin-TOLL 8x8のCoolSiC™ MOSFETディスクリート650 V G2は、CoolSiC™ G2のような高性能技術を活用する8x8オプションとして最適です。本製品は、標準的な8x8パッケージののサーマルサイクルにおける性能限界を克服し、.XTインターコネクト技術により熱抵抗を低減しています。その結果として、SiCの特性を最大限に活かしながら、小さなフットプリントを維持し、電力密度を次の次元へと引き上げることが可能です。
	主な特長
	対象アプリケーション
	ブロック図
	製品概要およびデータシートリンク 主な利点
	競合製品に対する優位性
	製品関連情報/オンライン サポート

	CoolSiC™ MOSFET 650 V Generation 2、TOLTパッケージ
	TOLLパッケージのCoolSiC™ MOSFETディスクリート650 V G2は、CoolSiC™ Generation 2の最高クラスのスイッチング性能を活かし、さらに上面放熱のあらゆる利点も備えています。今回、CoolSiC™およびCoolMOS™ですでに利用可能なQDPAKを加えて、完全なディスクリート上面放熱ソリューションが実装可能になったことにより、さらに優れた放熱性を備え、システムコストの削減と簡素化、アセンブリコストの低減を実現します。
	主な特長
	主な利点
	対象アプリケーション
	ブロック図
	製品概要およびデータシートリンク 競合製品に対する優位性
	製品関連情報/オンライン サポート

	62 mm CoolSiC™ MOSFET 1.2 kV M1H – ポートフォリオ拡張
	1200 V CoolSiC™ MOSFET搭載 62 mmハーフブリッジモジュールは、M1H技術により、VGS(th) および RDS(on) ドリフト、ゲート駆動電圧ウィンドウに対するチップ性能を向上させており、2.9 mΩで熱伝導材料 (TIM) 塗布オプションを選択できます。
	主な特長
	主な利点
	対象アプリケーション
	競合製品に対する優位性
	ブロック図
	製品概要およびデータシートリンク 製品関連情報/オンライン サポート

	62 mm CoolSiC™ MOSFET 2 kV M1H – ポートフォリオ拡張
	62 mm CoolSiC™ MOSFET 2000 V/5.2 mΩ M1Hチップ技術搭載、62mmハーフブリッジモジュール。本モジュールは熱伝導材料 (TIM) 塗布オプションを選択できます。
	主な特長
	主な利点
	対象アプリケーション
	競合製品に対する優位性
	ブロック図
	製品概要およびデータシートリンク
	製品関連情報/オンライン サポート

	太陽光発電ハイブリッドインバータ (最大12 kW) 向けEasyモジュール
	CoolSiC™ MOSFETと高性能AlN (窒化アルミニウム) セラミックを使用した太陽光発電ハイブリッドインバータ (最大12 kW) 向けEasyモジュール
	主な特長
	主な利点
	対象アプリケーション
	競合製品に対する優位性
	製品関連情報/オンライン サポート
	製品概要およびデータシートリンク

	ヒートポンプ アプリケーション用Easyモジュール
	ヒートポンプ/HVACアプリケーション用の2チャンネル インターリーブ型PFCステージとインバーターステージを備えたEasyPIM™ 2B統合モジュール
	主な特長
	主な利点
	対象アプリケーション
	競合製品に対する優位性
	ブロック図
	製品概要およびデータシートリンク
	製品関連情報/オンライン サポート

	650 V高速ハーフブリッジ ゲートドライバー3ED2388S06F
	パワーMOSFETやIGBTを駆動用の650 V 高速ハーフブリッジ ゲートドライバーは、DSO-8パッケージを採用し、ソース電流は0.29 A (typical)、 シンク電流は0.7 A (typical) です。
	主な特長
	主な利点
	対象アプリケーション
	競合製品に対する優位性
	製品関連情報/オンライン サポート
	製品概要およびデータシートリンク

	TO-247-3-HCCパッケージに搭載されたCoolSiC™ MOSFET 1700 V G1
	TO247-3-HCCパッケージに搭載された CoolSiC™ MOSFET 1700 V G1、450 mΩ、650 mΩ、1000 mΩは、ソーラーインバーター、EV充電器、UPS、一般的なモーター制御など、高効率レベルのシングルエンド フライバック補助電源アプリケーションに適しています。主な特長には、フライバックコントローラーを使った直接駆動、ゲートドライバーICが不要、低損失な高電圧遮断、優れた熱性能を実現する.XT相互接合技術、信頼性を高める長い沿面距離と空間距離のパッケージなどが挙げら...
	主な特長
	主な利点
	対象アプリケーション
	競合製品に対する優位性
	製品関連情報/オンライン サポート
	製品概要およびデータシートリンク

	EconoDUAL™ 3 FF900R17ME7W_B11
	ベースプレートにウェーブ構造を採用したEconoDUAL™ 3 FF900R17ME7W_B11は、オープン水冷ヒートシンクを使用するアプリケーション向けに最適化されており、高い電力密度と長寿命を実現します。現在のEconoDUAL™ 3ウェーブポートフォリオは、1700 V電圧クラスの900 Aモジュールまで拡張されています。
	主な特長
	主な利点
	対象アプリケーション
	競合製品に対する優位性
	製品関連情報/オンライン サポート
	ブロック図
	製品概要およびデータシートリンク

	BGT24ATR22 24 GHz パルスドップラー方式レーダーセンサー
	BGT24ATR22は、24 GHz レーダーアプリケーション向けのモノリシックマイクロ波集積回路 (MMIC) です。本製品は24GHzから24.25GHzの周波数範囲で動作し、アナログ信号の生成/受信用ブロックを提供します。送信チャネル2、受信チャネル2、基本的な電圧制御発振器 (VCO) 、統合アナログ ベース バンド (ABB)、12ビットのADコンバータ (ADC) を備えています。レーダー トランシーバーには、高速フーリエ変換 (FFT）を備えたデジタル レーダー データ処理 (DRD...
	主な特長
	主な利点
	対象アプリケーション
	競合製品に対する優位性
	ブロック図 製品関連情報/オンライン サポート
	製品概要およびデータシートリンク

	評価ボード EVAL_TDA38812_1VOUT、EVAL_TDA38812_3.3VOUT、EVAL_TDA38812_5VOUT
	評価ボードTDA38812は、コンパクトで高汎用性、高性能なTDA38812ポイント オブ ロード (POL) レギュレーターを紹介するのを目的としています。サーバー、AI、データ通信、テレコム、ストレージといった要求の厳しい市場のアプリケーション向けに設計されており、その特長は、VIN = +12 V、Fsw = 600 KHz～1000 KHz、出力電流 (Iout) は0～20 Aで、ボードごとに1 V、3.3 V、5 Vとなっています。
	主な特長
	主な利点
	対象アプリケーション
	製品関連情報/オンライン サポート
	製品概要およびデータシートリンク

	評価ボード EVAL_TDA38813_1VOUT
	評価ボードEVAL_TDA38813_1VOUTは、サーバー、AI、データ通信、テレコム、ストレージといった要求の厳しい市場のアプリケーションに要求される高速過渡応答に対応する独自のCOTを使用した、コンパクトで高汎用性、高性能なTDA38813 ポイント オブ ロード (POL) レギュレーターの性能を実証します。評価ボードの特長は、VIN = +12 V、VOUT = 1 V、Fsw = 600 KHz～1000 KHz、Iout 0～20 Aです。
	主な特長
	主な利点
	対象アプリケーション
	製品関連情報/オンライン サポート
	製品概要およびユーザーマニュアルへのリンク

	評価ボード EVAL_TDA38825_1VOUT、EVAL_TDA38825_3.3VOUT、EVAL_TDA38825_5VOUT
	EVAL_TDA38825シリーズは、サーバー、AI、データ通信、テレコム、ストレージといった要求の厳しい市場のアプリケーション向けに設計された、コンパクトで汎用性の高いポイント オブ ロード (POL) レギュレーターです。各評価ボードはVIN = +12 V、Fsw = 600 KHz～1000 KHz、出力電流 (Iout) 0～20 Aとなっており、それぞれ特定の出力電圧 (VOUT) (1 V、3.3 V、5 V) をテストできます。
	主な特長
	主な利点
	対象アプリケーション
	製品関連情報/オンライン サポート
	製品概要およびユーザーマニュアルへのリンク

	評価ボード EVAL_TDA38826_1VOUT
	評価ボードEVAL_TDA38826_1VOUTは、サーバー、AI、データ通信、テレコム、ストレージといった要求の厳しい市場のアプリケーションに要求される高速過渡応答に対応する独自のCOTを使用した、コンパクトで高汎用性、高性能なTDA38826ポイント オブ ロード (POL) レギュレーターの性能を実証します。評価ボードの特長は、VIN = +12 V、VOUT = 1 V、Fsw = 600 KHz～1000 KHz、Iout 0～20 Aです
	主な特長
	主な利点
	対象アプリケーション
	製品関連情報/オンライン サポート
	製品概要およびユーザーマニュアルへのリンク

	XDP700-002 EVAL_XDP700用評価ボード
	本評価ボードはXDP710-002を搭載しています。XDP710-002は広い入力電圧範囲 (−6.5 V～ −80 V)を備えたホットスワップコントローラーで、FETのターンオンを制御して容量性負荷の突入電流を低減します。本評価ボードは高い電力レベルに向け複数のFETを並列に追加するオプションと共にさまざまなフットプリントのNチャネルMOSFETの制御ターンオンのテストができます。
	主な特長
	主な利点
	対象アプリケーション
	製品関連情報/オンライン サポート
	競合製品に対する優位性
	ブロック図
	製品概要およびユーザーマニュアルへのリンク

	40 W 補助電源 REF_5QR0680BG_40W1
	インフィニオンの第 5 世代擬似共振 (QR) CoolSET™ ICE5QR0680BG を搭載した、冷蔵庫用 40W 補助スイッチング電源 (SMPS) は、一般的な家電製品に採用されるユニバーサル入力と 3 出力 (絶縁型 12 V/3.1 A、5 V/0.2 A、非絶縁型 15 V/0.15 A) で設計されています。
	主な特長
	主な利点
	対象アプリケーション
	競合製品に対する優位性
	ブロック図
	製品概要およびユーザーマニュアルへのリンク
	製品関連情報/オンライン サポート

	インバーターおよびゲートドライバー ボード REF-DR3KIMBGSIC2MA
	REF-DR3KIMBGSIC2MA は、サーボモーターとドライブアプリケーション用に開発、アップグレードされたインバーターおよびゲートドライバー用ボードです。TO-263-7パッケージのCoolSiC™ MOSFET 1200 V Generation 2の評価用に設計され、3相インバーターボードの主要部品としてIMBG120R040M2Hを搭載しています。ドライバー回路には、ミラークランプ機能を備えたEiceDRIVER™小型の1チャンネル絶縁ゲートドライバー、1ED3122MC12Hが組み込...
	主な特長
	主な利点
	対象アプリケーション
	競合製品に対する優位性
	ブロック図
	製品概要およびユーザーマニュアルへのリンク
	製品関連情報/オンライン サポート


